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【目的】パワエレ機器の低損失化・低コスト化促進のための
パワー半導体モジュール直列駆動技術の実現
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【研究内容】
 スイッチング時の電圧アンバランスを改善するゲー

ト磁気結合方式(1)を選択
 ゲート磁気結合方式に下記をプラスした方式を

提案
①スイッチング速度を変えることなく，ゲート電圧
の振動を抑制するダンピングゲート駆動方式

②VDS電圧アンバランスをさらに改善する
DG端子間にコンデンサを追加する方式

 3.3kV/750ASiCパワーモジュール2直2並列
構成実験設備で，提案方式を検証

(1)Kiyoaki Sasagawa, Yasushi Abe, and Kouki Matsuse, “Voltage-Balancing 
Method for IGBTs Connected in Series”, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY 
APPLICATIONS, VOL. 40, NO. 4, JULY/AUGUST 2004, 1025-1032 (2004)

3.3kVSiCパワーモジュール2直2並列構成実験設備
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１．ダンピングゲート駆動方式の提案
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ダンピング駆動方式無有のVGS，VDS，IDS波形（ゲート信号時間差150nsの条件）

オン時間ton

ダンピングゲート駆動方式にて，ゲート電圧振動を抑制し電圧アンバランスを大幅に低減
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オンパルス時間tonごとの電圧アンバランス度
（ゲート信号時間差150nsの条件）
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２．磁気結合＋ダンピングゲート駆動＋DG端子間コンデンサ追加 方式の提案

ダンピングゲート駆動方式とDG端子間にコンデンサを追加する方式の併用で電圧アンバランスをさらに改善

（オレンジ）
ゲート電圧振動のため，磁
気結合のみだと正負に電圧
アンバランスが発生する。
（グレー）
ダンピング方式により，電圧
アンバランスを抑制
（ブルー）
コンデンサ追加方式により，
特にオンパルス幅が短い領
域で電圧アンバランスをさら
に改善
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